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(54} Zphsob vyroby polovodidové soutdstky

A
(57) Polovadidové téaleso (10) md na svém Jjednom
hlavnim povrchu (15} stupen (14) vymezujict
sousdatkovou plochu (13) polovodigového té&le- |
ga nad vnofenou oblast{ (12) uvnitf polovodi-
aového télesa (10). Ochrannd izoladni vestva
{24) j¢ umisténa na strané postranni stény
{Ld4a) stupné (14) a izola&ni oblast {22} na
ploge (LSa) hlavnfha povechu (15) u postranni
_ gbény (lda} stupné. (14). Na.umvedeném povrchu
- t15) ge ukladid kfemfk s anitioxida&ni vrstvou
(24) na postranni sté&né& {14a) stupn& (14) pro
vymezovani nad uvedenou plochou {15a} uvedendho
jednoho povechu (15) mezilehléd kEemfikové vrstvy

= {23¢c), kterd je izolovina od postrann{ até&ny
(L4a) stupné a kterd nechdvd prichozi plochu

oo (lL4a} pogtrann{ stény {(lda) exponovanou.Ochrannd

B & izoladni vratva (24a) se po téd odstranunje z

‘j. prochozi plochy (l4a) postranni stény {l4a).

Kremfkavd oblast {25¢) dotovand negistotami se
vymezuije nad izolaénf oblast{ (22) a u postranni
stany {1l4a) stupnz {14) a dotujlel nedistoty

se nechdvaj{ difundavat 2z dotovand kfemi{kové
afisti {25¢) na soucdstkovou plochu (12) pres
prQchozf plochu (14a) pro vymezoviani kontaktnt
oblasti(28) pro dotyk scudistkové oblasti (29}
goudfatkové plachy (13).
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VALY

Vyndlez se tykd zpisobu vyroby polovodifové souddstky,
pfi kterém se vytvori polovodidové t8leso majfci na jednom
hlavnimpovrchu stupen vymezujici souddstkovou plochu polovo-
dicového t&lesa, na postranni st&né stupné se vytvoPri ochrannd
izolaéni vrstva,‘né plose uvedeného Jednoho povrchu, pfilehlé
X postranni sténé stupné se vytvorl izolalni oblast vymezi se
kremikovéd oblast dotovana nec1stotam1 nad izoladndi oblasti a u-

postranni st&ny stupn¥, a dotujici nelistoty se nekhaji difun-

-dovat z dotované kiemikové oblasti do souddstkové plochy ples

prichozi plochu uvedené postranni stény stupnd pro vytvorend

xontaktu soulédstkové oblasti souddstkové plochy.

Takovy zplisob miZe byt pouZit nap¥iklad pPi vyrobs bipo-
ldrntho tranzistoru, kde vnofend oblast nebo vfstva tvoti CGdst
kolektorové oblasti a souddstkovd oblast Jje bdzovd oblast,.

k niZ kontaktn{ oblast vytvé’{ kontakt pres postraenni sténu.
$lének "Fabrication process and device characteristics of si-
de wall base contact structure transistor using two- step exi-
datlon of side wall surface“/ Charakterlstlcké paraﬂetry vy--
robniho zplsobu a souldstky tvobenéd tranzistorem se struktu-

rou s béazovym kontaktem v postranni st¥n¥ pii pouZiti dvou-

o

~ stuphové oxidace pdvrchu postranni stény/ autora Katsujediho

Wadio, Tohru Nekemury a Tetsuje Hajadidy publikovany v IEEE
transactions on Electron Devices, Vol.35, No.l0, #fjen 1988
str. 1596 ai 1600; popisuje takovy zpisob vyroby bipoldrniho
tranzistoru majiciho bézovy kontakt v postranni sténi.
Jék'je vyévétieno‘v‘ﬁvééeﬁém.éléﬁkn;’rdzméry prﬁchozi pld- o
chy v postrann{ st&n&, kterou difundujf nedistoty pro vymezo-

véni kontaktni plochy jsou obzvlditd ddlezité, protoZe vyme-




zuji tlouStku bézové oblasti. Krom& toho, jestliZe Je kontakb-

. ni oblast vytvofena pF{lid blfzko vnofené Kolektorové oblasti,
potom bude prirazové napdt{ tranzistoru sniZeno, zat{imco ka-
pacitance bdze-kolekbor bude zvysena, co? budeimit zéporny
v1iv na chovéni,tranziétoruypfi Vysdkjch”kmitpétech?

VySe uvedeny &lémek navrhuje dvoustupfhovy oxidadni pro-

ces, umoZnujici vytvdfet tlustdf izoladnf oblast, zejména
oxidovou oblast, takZe prichozf plocha a proto i bézovd konbtalkt-
ni oblast je v dostatedném odstupu od vnoFend kolektoroved

oblasti.

Jak je popsdno v &lénku, po vytvodent prvoi izdadni vrstvy
kysliéniku k¥emiditého na postranni st&nd a uvedend plohy na
Jednom hlavnim povrchu, se vymezuje prvanl ochrannd vrstva ve
formé antioxidadni vrstvy nitridu k¥emiku ns postranni sténé&
stupné, exponovana uvedend plocha hlavniho povrchu se potom
lepté pro vytvorenl hlubsiho stupné a nova povrchova plocha
cbklopuaici hlub81 stupen se oxlduae pro vytvoreni tlustsi

vrstvy oxidu kfemiditého. Na prvni vrstvd nitridu kfemfku se

“ ~ potom vytvor{ druhd vrstva nitridu kremiku a povrch se opé&t
| oxiduje pro vymezovdn{ kone&ného izolaniho oxidu kiemidité-

ho vytvéféjiciho izoladni oblast.

P S —

ACkoliv zpisob popsany v &lénku odsouvd relativn® tlus-

tou izoladni oblast od souddstkové Plohy vymezované stupném
8 muze tak vylouélt krystalové defekty uvnltf souééstkové plo--

chy, které mohou byt Jinak pﬁsobeny tvorbou relatlvne tlusté

oxidové oblasti, dv& ochranné vrstvy nitridu kfemiku ovliv-
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fnj{ rozméry prichozi plochy v postranni sténé a vyvin de-

fektt. Kromé toho je zpisob velml sloZity a v glénku se p¥i-
pousti, Ze Pizeni téchto ochrannyeh vrstev je obzvlasté dile-
¥ité a je ddleZité urdit optimélni tloustky pro prvail a dru- .
* hou ochrannou vrstvu nltrldu ktemiku. élanek skuteZné. poskytu—

je rhzné SEM mlxrogra¢y ukazujfed problemy, Které monou vznikat
jestliZe tlouStka prved a druhé vrstvy nitridu k¥emiku nejsou

optimalizovény.

C{lem vyndlezu Jje vytvoiit zpisob vyroby polovodiéové -
souddstky, pfi némZ rozméry a pioha'prﬁchozi plochy mohou byt
¥{zeny nebo nastavovdny tek, Ze je mo¥né se vyhnout neZddou-
cim narustim v kepacitanci bdze - kolekbtor a vyloudit sniZend
prarazového napéti bez potfeby uchylit se ke komplikovanému

postupu popsanemu ve vySe uvedeném clénku

Uvedene nedostatky odstranuae vynélez zpusobu vyroby po-
1ovod1cove soucastky, pri kterem se vytvorl polovodlcové tele—
so majici na dednom hlavnlm povrchu stupen vymezuaici soucéstko-
vou plochu polovodilového télesa, na postranni st&éné stupné se
vytvof{ ochranné izolafni vrstva, na plode uvedeného jednoho
povrchu u postranni stény se vytvoli izola¥ni oblest, vymezi
se kfemfkovd oblast dotovand ne¥istotemi nad 1zolacni oblasti
a u postranni stény stupné,a dotujfc{ nelistoty se nechaji di-
fundovat z dotované kfemikové oblasti do souddstkové plochy
pres pr&chozi plochu uvedené postranni stdny stupn& pro vymezo-
 vént Kkontaktni oblasti. v souléstkové plode pro vytvéreni kon- "
taktu sou¥dstkové oblasti souldstkové plokhy, JehoZ podstatou je
Ye se phed vymezovénim dotovené kfemfkové oblasti ned uvede- |

nym jednim povrchem ukléds k¥emik s antioxidaéni vrstvou na

RS, S

I
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postrann! sténé stupn& pro vymezovdni nad uvedenou pléchou
uvedeného Jjednoho povfchu mezilehlé k¥emikové oblasti, kte-
ra je izolovana od postranni sté&ny stupné‘a‘které nechéva
prichozi plochu-éiroké stény exponovanou; ochrznnd izoladni
vrstva se o?strani zZ exponované pracb021 plochy postranni

steny a po té se u&ladé kFemik Pro vymezovéni dotované kremi—
kové oblasti. ’

Pouziti zplsobu podle vyﬁélezu umoZnuje vytvéfet pricho-
zi plochu v postranni st&nZ stupn¥ o malych rozmérech, pii-

dem? se umo¥nuje vytvorit kontaktni oblast difundovénim ne-

Eistot z dotovené kiemikové oblasti do souddstkové plochy v

dostatednd velkém odstupu od vnoiend oblasti,-tékie se vyludu-
Ji nebo zmenZuji problémy s nadmérnou kacitanéi mezi kontakt-
ni oblasti a vno¥enou oblast{, aniZ by bylo zapotiebi uchylo-
vat se k ristu tloustky izoladni oblasti.‘Takové zvét8ovéni
tloustky by Jjinak mohlo vﬁééet napé&ti a naméhéni 2 pisobit

krystalové defekty v souddstkové plode. Stejné tak neni nutno

pouzivat relativné komplikovanou metodu popisovanou ve vyde
uvedeném &lénku, kterd vyraduje obzvldstd pFesnou kontrolu

tloustky ochranné vrstvy. MiZe tedy byt pouZito vyndlezu pii

- jakékoli poZadované tloudtce oxidové vrstvy.

Mezilehié kfemfkovéd oblast miZe byt vymezovéna wkléddn{m
kiemfku jako vrstvy pro vytvéieni oblasti kremiku na uvedené

ploée uvedeného jednoho povrchu a postrann{ sté&n& a hornim

B povrchu stupné prideém? se zavédnal dotujied ne01stoty do kie-

mlkove vrstvy tak, Ze je kiemfkovd oblast postranni stény

zastin&na viéi dotujiecim ne¥istotdm a selektivnd se odstranuje
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nedotovand kiemikovd oblast postranni stény, &imZ se doséhne
relativng ploché mezilehlé kiemikové vrstvy usnadnujici tvor-
bu ndsledujici dotovené k¥emfkové oblasti. '

Ochranné izoladni vrstva miZfe byt vytvoFena jeko antioxi-

“dadni vrstva a mezilehld kfemfikovd oblast miZe byt oxiddVéné'

po ukladéni. Kde Je mezilehld kiemfkovéd oblast zcela oxidovéana,

miZe byt vymezena pfimo na uvedené plode a miZe tvorit izolald-
ni oblast, &im¥ se vyloulfi potfeba toho, gby se musel na této
ploge tepelnou cestou vytvéfet oxid, &fimZ se vylouli nebo ales-
pon redukuje moZnost vzniku krystalovych defektd indukovanych

napdtim anebo naméhdnim b&hem tvorby OdeOVé vrstvy.

Mezilehld kifemfkovd oblast miZe byt alternativné Vymezoveé-
na na vrchu izoladni oblasti, kbterd miZe byt pfed tim.vytvofena
jako oxid vytvofeny tepelnou cestou, 8im¥ se umoZni, Ze oxid
vytvofenj tepelnou cestou bude tenél, coZ zmensi napéti.a nama-
hént 1ndukovana tepelnym vytvérenlm oxidu. V tomto piipad® mi-
Ze byt mez11ehlé k¥emikovd oblast Jen éasteéne ox1dovana pro.

zanechéni_kfemikové oblasti pod oxidovou oblasti.

V jiném provedeni miZe byt mezilehld kfemikové oblast vy-

mezovéna ukléddnim vrstvy k¥emiku na uvedené plo¥e a uvedené X

postrammi{ st&nd a hornim povrchu stupné, vytvédPLl se antioxidad-
n{ masks na kPemikovych oblastech na uvedené ploSe a uvedeném
hornim povrchu, exponované kiem{kové oblasti na uvedené ploéé
-‘ox1dugi, odstrani se. antloxldacni maska a po. té se selektlvné
odstranuae zbyvajici kiemik na postranni sténg, takze se vyme-

zuje mezilehld kbemikovd oblast jako oblast z oxidu kremlc;tého.




bl

V daldim provedeni vyndlezu miZe byt mezilehld kiemfkovd

oblast vymezovéna fim, Ze se vytvoPi ochrannd izoladni vrstva

- Jeko vrstva nitridu kifemiku krytd vrstvou oxidu kitemi¥itého,

pricemZ se uklddd vrstva k¥emfku na izoladni oblasti na uvede-
né ploée;“othanné izolalnf vrstvé.a hornim,povrchu-stupné,--~
do k¥Femikové vfétvy se zavédéji ﬁeéistotj tak, Ee k¥emikovs
oblast u postrannf st&ny kryté ochrannou vrstvou zlistéva ne-
dotovansg,. selektivn¥ se odstraﬁuje nedotovanéd kiemikové oblast
tak, Ze se vymezuje mezilehld k¥emikovd oblast na uvedené plo-
8e, odstranuje se exponovand kfemikové vrstva pPi pouZiti
zbyvajici dqﬁované kemikové oblasti jako masky, po fé se se-
lektivng odstranuje dotované kfemfkové oblasti a odstranuje

se tak exponovany nitrid kiemfku p¥i pouZiti zbyvajici S&sti
vrstvy oxidu kFemiditého jako masky, a po té se vymezuje doto-

vand kPemikovd oblast na-izolaéni oblasti tak, Ze niééi gdst

“k¥emfkové oblasti je izolovéna od postranni Qteny stupné

v tomto_provedeni neni mezilehlé kfemikové oblast vysta-;
vena okyslilovacimu zpracovéni, které by mohlo vnést namshd-
ni do polovodiéového'télesa, ale je odstranovéna po pousiti
pro vymezovéni izolace na postranni stind stupn¥ a po té se
kTemfik pro vytvéreni dotované kFemfkové oblasti uk14d4 na izo-
laéni_oblast. ;

V jedtd dal3{m provedeny mezilehld kfemikovd oblast miZe
byt vymezovéna, Jak bylo popséno vyse, zavédénim dotuaicich
neélstot a poté odstranovanim nedotovane ktemikové oblastl

postranni stény, nafef se kfemik pro vytvdreni dotovend




kfemikové oblasti ukléda pPimo na dotovanou mezilehlou kife-
mikovou oblast bez vznédSeni potencidlniho napdhdnia nebo
napéti p¥i oxidadénim procesu. V tombto pFipadé mohou byt ne-
tistoty pro dotovéni dotované k¥emikové oblasti implantové-
.ny_jak.uvedeno,vyée nebo mohou byt zavédény tim, Ze se neché-
vajil dotujici nelistoty difundovat z dotované mezilehlé kle-
mikové oblasti, po dem# ndsleduje selektivni odstranovéni ne-

dotovanych oblasti nebo oblasti dald{i k¥emikové vrstvy.

Mezilehld kPemikovd oblast miZe byt vytvéfena uklédénim
polykrystalického nebo amorfniho kiemikun, jeko miZe byt do-
tovand kPemikové oblast. V pripadé dotované,k¥emikové oblasti,.
kde se ukléddé amorfni kPemik, potom dochdzi obvykle k rekrys-
talizaei pro tvorbu polykrystalického k¥emiku béhem nésleduji-
ctho zpracovévacfho pochodu, jako nepfiklad b&hem difuze do-

tujicich nedéistot.

Vynélez je bliZe vysvetlen v nésledualcim poplse na.
.prlkladech proveden1 s odvolanim na pripojené vykresy, ve kte-
rych zndzornujf obr. 1 a¥ 5 schematické Fezy polovodiéovjm
télesem ukazujici poéhody pii vyrob& bipoldrniho tranzistoru
pri pouZit{i zpisobu podle vyndlezu, obr. 6 aZ 9 zvitdené sche-
‘matické Yezy ¢4sti polovodidového t&lesa znézornéného na
obr. 1 a% 5 pro ilustrovéni prvniho provedeni zplisobu ﬁodle
vynédlezu, obr. 10 a 11 zvétZené schematické Fezy podobné
obr.'6vaé 9 pro ilustrovéni druhého provedeni zplisobu podle
':‘ﬁynéieZﬁ; oBr. 12 a 13 zvétdend sbhematické fézy‘ﬁodobﬁé |

obr. 6 az 9 pro ilustrovéni t¥etiho provedeni zplisobu podle




vyndlezu, obr. 14 a 15 zvétEend schenatické Fezy podobné
obr. 6 a 9 pro ilustrovén{ ¢tvrtého provedeni zpisobu podle.
vyndlezu, odbr. 16 a 17 zvétsené schematické tezy podobné
obr. 6 aZ 9 pro ilustrovéni pétého provedend zplisobu podle
‘vyndlezu, obr. 18 a 19 zvitdend EChematické-fezy bédobné '
obr. & a% $ pro ilustrovéni Sestého provedeni zpisobu podle
vyndlezu a obr. 20 s% 22 zvitdend schematické Fezy podobné
obr. 6 &% ¢ pro ilustrovéni sedmého provedené zplsobu podle

- vynélezu.

Je tfeba poznemenat, Ze vykresy jsou pouze schematickd
@ nejsou vykresleny v m&r{tku. Zejména urﬂlté rozmiry Jawo
tloustky vrstev nebo oblesty monou byt pfehndny, zatimeo ji-
né rozmry zmenSeny. Stejné vztshové znalky pouZité ve vykre-

sech se vztahuji ke stejnym nebo podobnym prvicim,

~-- Jek Je patrné z vykrust;napiikled z obr. 6 a% O Zotsob

vy:oby o;oxodlcove soucédsti zanrnuae vytvoreni polovodlcov io
télesa 10, obsahu31c1ho na hlevning povrechu 15 stupen 14 vy-
mezujici souddstkovou plochu 13 polovodidového t&lesa nad
vnoXenou oblasty 12 uvnit?¥ polovodidového t&lesa 10, uloZeni
ochranné izoladéni vrstvy 24 na postranni st&n& l4a stupné 14,
vytvoTeni izolalni oblasti 22 na plode 3Ba hlavniho povrchu
15 pfiléhajici postranni st&nd ;gg stupné 14, vymezeni kie-
mikové oblasti 25¢ dotované nefistotami nad izoladni oblasti
22 a vedle postranni stény 14a stupne 14 a zpusobenj, %e do-
tualci ne01stoty dlfundual Z dotovane kiemikové oblasti 2 _Q_ |

do souldstkové plochy 13 pfes prichozi plochu l4a postranni
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stény l4a  stupnd 14 pro vymezeni kontaktni oblasti £8
uvnit? souddstkové oblasti 13 pro dotyk soudéstkové oblasti

29 uvnit? souldstkové plochy 13.

Podle vynélezu se pPed vymezenim dotované kremikové oblas-
ti~2§g kfemik ukléda na hlé&nim pdvréﬁu5;§“s antioxidedni
vrstvou 24 na postranni st¥nd l4a stupné 14 pro vymezovéni- na
uvedené plode 152 hlavniho povrchu 15 mezilehlé ktemikové
oblasti 23c, kterd je izolovend od postranni stény lia stup-
né a kberd nechdvé prichozi plochu l4a exponované postranni
st&ny, ochrennd izolafni vrstva 24a se déle odstranuje z pri-
chozi plochy l4é na postranni stén¥ l4a a po té se ukladé kre-
mik pro vymezovénl dotovane kremlkové oblasti 25¢. Obr. 1 2% 5
znézornuji zplisob pro vyrobu bipoldrniho tranzistoru pouZiveji-

ci zpisob podle vyndlezu.

Jak ukézuje obr. 1, obsahuje polovodilové téleso 108 v tom-
to. prikladé monqkrystalicky kfémikovy substrét llldotovany ne-
Cistotami vodivosfi P, do n&ho byiy iﬁplanfovény neéistoty
_ vodivosti N pro vytvoteni vysoce dotované vrstvy 12, ktera se
nésledn& zakryje epitexni kfémikovou vrstvou 13 ménd dotovanou
nedistotami s vodivosti N, kterd vytvori souléstkovou cblast,
jak bude Pqpséno ni%e. V typickém pfipedd miZe byt epitaxni
vrstva l; o tlou¥tce okolo 1 mikrometru a miZe mit koncentraci

16 -3

dotovani okolo 10 gtomdi cm .

Stupen 14 8¢ vymezuge ne. uvedeném Jednom hlavnlm povrchu .
“;5 polovodlcoveho télesa 10 nésledualclm zplsobem. Neaprve se

vytvori tenkd izolalni vrstva 16 oxidu ktemiéitého nebo




- 10 -

oxinitridu kfemfku, o tlodtce nap#iklad 50 nanometr( /nm/

na uvedenénm jednom hlavnim povrchu 12, po CemZ ndsleduje prv-
ni vrstva 17 nitridu kfemfku majfci tloudtku okolo 100 nm

pro vytvoreni antioxideéni vrstvy s nedotovans polykrystalick?
kremlkové vrstva mEJ‘Cl tlouqtku okolo 1, 2 mlkrometru. Wésled—*
né se nedotovena polykrystallcké k¥emikovd vrstva vymezuje -
obvyklym_fotolltograflckym a2 leptacim procesem & podrobuje se
obvyklému tépelnému oxidalnimu zpracovéni pro vytvoreni oxidové
vrstvy 19 a zWyvajici nedotované polykrystalické kiemikové

oblasti 18.

- Exponované oblasti izoladniy vrstvy 16 a prvni vrstvy 17
 nitridu k¥emiku se potom odstrant pfi pouZiti selektivnihb lep-
taciho procesu, nap¥iklad leptanim a vyhodou v plasmatu a ngs-
ledn& v horné kyselin& fosforedné a v pufroveném roztoku HF

ve vodé,

v Dolovodlcovem t&lese 10 se potom vyleptd Drohluben pFi
pou21t1 oxidové . vrstvy 19 jako magky. Prohluben miZe byt ve
formé drézky maalcl hloubku okolo 0,8 mikrometrd, tak¥e v tom-
to priklad® nezasahuje drdzka do vnobtend vrstvy 12. I kdyZ to
neni zndzornéno na obr.1, miZe byt epitaxni vrstve poné&kud ne-

dostateén& leptdna pro usnadnnit nésledného . zpracovéni.

2 2

Po té se vytvéri dalsf antioxida&ni vrstva obsahujici

vrstvu éO kysliénlku krem1c1teho a druhou vrstvu nitridu kiemi-

ku. Vrstva nltrldu kremlku se potom anlsotrOPné 1epté naprlklad

p¥i pouz1t1 lepténl v karbon—hydrofluorldovem placmatu, ¢img

sé odstrani &4sti vrstvy nitridu kPemfku le¥fel na plochéch

NGy
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rovnob&inych s epitaxni vrstvou 13 =2 vnofenou vrstvou 12, tak-
Ye se ponechd antioxidafni maskovaci oblast 21 z nitridu k¥e-
miku na postranni stén& l4a stupn& 14, jek je zndzorméno na

obr. 1. Exponované kfemikové povrchy se poter vystavi obvyklé-

. mu tepelnemu oxidadénimu zpracovéni pro vytvé ni prvni zapus-

tiné oxidové oblasti 22 /obr.2/. Druhd antioxidadni maskovaci

vrsha 21 se potom odstrani ponechdnim stupné 14 vymezovaného
zapuéténou oxidovou oblesti 22, vytvofenou v. daném pPikladé na
uvedené plofe 19g Jjednoho hlavniho povrchu 15 polovodidového

té&lesa 10

Pri pouZiti niZe popisovanych, zplisobld se po té vymezuje
mezilehléd kbemikovéd oblast 23¢ tak, aby byla izolovéna od

postranni stény l4a stupne 14 ochranunou izoladni vrstvou 2

——nn

/kterd mife byt vytvolena na postranni st&n& lis bud pled nebo

e

po vytvoPeni zapulténé oxidové vrstvy 22 /, takie se ponechéd

prﬁchozl plocha l&d postrannl steny ;49 eyPonovcne Exponovana

st 24a ochranné 1zolacn1 vrstvy 24 se po té odstranni pred |
uklédénim, v popisovanych pifikladech, polykrystalického kiemi-
¥u pro vymezovdni dotované kvemikové oblasti 25¢ pro vytvoFeni
struktury podobné, jaké byla znézornéna-na obr. 2. V nésledu-
jicich pfikladech je polykfyétalické k¥emikova obiast.gig_

dotovdna ne&istotami a vedivosti P.

Oxcidové vrstva 19 a exponované plochy prvai vrstvy 17

nitridu kfemiku, pokud stéle zlstéva po vytvoreni dotovené kre-

oikové oblasti 25¢, se potom odleptaji a implantujf se akceps-

torové ionﬁy, napfiklad ionty boru, pro vymezovéni mezilehlé




soutdstkové oblasti 26 s vodivosti P polykrystalické kiremi-
kové vrstvy 25¢ s vodivost? P, jak je zndzorn&na na obr. 3.
Alternativng mohou byt akceptorové ionty implantovény po odstm-

néni nedotovans polykrystalické k¥emikové oblasti 18.

s

Nédptﬁvané pbly&rystalické kfemikoVé oblast’lg se po té
odstreni pfi pou¥iti vhodné selektivnd leptaci 1ldtky, napiik-
lad hydroxidu draselndho nebo sodného, Jjak bylo popséno vyse,
a exvonovany kfemik se okatrl druhou kysllcnlkovou vrstvou 27
tepelnou oxidaci zplisobem ooaobnyn Jaky byl pouZit pro vyrobu
zapusténé oxidové vrstvy 22. B&hem zpracovéni pFi vysoké tep-
loté pro vytvoreni druhé oxidové vrstvy 27 nd difuze ﬁeéistot
s vodivosti P z dotované polykrystalické k¥emikové oblasti a2¢c
za nésledek vytvoreni vysoce dotované kontaktni oblasti g§_

s vodivosti P mezi dotovanou polykrystalickou kiemikovou oblas-

__Fiugiﬁmamﬁezilﬁhlqu_oblasti_26-pro~vytvofeni struktury zndzornd=" -

- né na obr, 4o

zoyvajici vrstva 16 oxidu k¥emiZitého a vretva 17 nit-

ridu kfemiku se potom odleptajf a necistoty s vodivost{ P a nds-

ledn¥ nedistoty s vodivost{ N se po té implantuji pro vytvoreni
bdzové oblasti s vodivosti P, kterd je spojena pPes mezilehlou
souddstkovou oblast 26 /kterd miZfe byt v pripads potfeby vypus-
téna/ a kontaktni oblast 28 s dotovanou polykrystalickou k¥e-
mikovou oblast! 25¢ a déle emitérové oblast 30 s vodivostf N
uvnitd epitaxni vrstvy 13, kterd sama tvorl tdst kolektorove

| oblasti uvait® vnorené oblasti . 12. Dotykové Drﬁchoz1 castl Jjeou

potom otevieny obvyklym zpUsobem a pokoveni se aplikuje pro

¥
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vytvoreni bdzového kontaktu B, emitorového kontaktu E a

kolektorového kontaktu €, jek ukazuje obr. 5.

Obr. 6 a¥ ¢ ukszuji Pezy cdsti polovedidoveého té&lesa
lO v prvnwm provedenlm vynalezu o*o umo ¥novéni. vytvorenl struk-
ary nézorndné na obr.Z. Cérkovana lera 4 uwezuae osu sy-

metrie struktury zndzorndni na odr. & aZ O.
Jek je patrné z obr. 6, po vytvereni zapudténé oxidové
vrstvy 22 jek bylo popséno vy8e, zlstévé na postranni sténé

142 etupnd 14 vrstva nitridu kvemiku pro vytvareni izolalni

‘vrstvy 24. Jek bude patrné z nésledujiciho popisu, tvoPi v tom-

to pPikladd ochrannd izolafni vrstve 24 antioxidatni vrstvu.

Po té ce uklédéd na uvedenou oblast 12a a na postranni

sténu 14 & a na horni povrch 14D stupng 14 vrstva 23 kfemiku.

V tomto prikladé tvori ulofend vrstva 23 polykrystalickou

kfemikov ou vrctvu'majlc1 tloustku okolo 200 nm /nanometru/.

-JOTOVE 1onty se 1mplantu31 do Dovrchu pol krystallcke
ktemikoveé vrstvy 23 , Jjek je znazornéno $ipkemi X _na obr.6.
Déﬁka a energie implaentace iontd boru se voli tak, aby se
vytvo¥ila koncentrace borovych iontd, kde jsou ionty implan-

15 atomd c:m-2

tovény s implantalni dévkou vEtSi nez 1,2 x 10
pro vytvoreni povrchové koncentrace po difuzi vetsi neZ oko-

lo 6 x 1019 atomd cm_g. Kde se pouZivaji ionty BF2+, potom

_energle 1mplantace muze byt l20heV /klloeketronvolu/, zatlm—

" co kde se Dou31vaal ionty B mﬁze byt energie’ 1mplantace

30 KeV. Vzhledem k anizoztropni povaze intové implantace,
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Jek ukazuji Sipky X, jsou ionty implentovény do povrchu poly-~
krystalickych cblasti 23a = 23¢ na hornim povrchu 14b stupn&
14 a na uvedené plode 12a, avEak v nijek podstatné mire do
polykrystalické kfemikové oblasti 23a na postranni sténg

1Aa stupné,‘které mé povrch tém” ovnobezny se smerem implan-
tace a Je v zésadd zastingna protl implantscli polykrystallc—

kou kfemikovou oblasti 23b na hornim povrchu 14b stupnsé 14.

Po implantaci se polovodidové t&leso 10 vystavi tepelnému
- zpracovéni, aby se umoZnils difuze implantovanych iontd do po-
lykrystalického k¥emiku v pFedem urdeném rozsahu. V tomto pfik-
ladé miZe byt polovodidové t¥leso 10 zahPivané na pribliZng
925°C po dobu od 45 minut pro tento ddel, i kdyZ délka poéé—
dované dobj difuze bude samozfejm& zdviset na zvolend teplotéd

a tlouStce a konstrukci polykrystalické kiemikové vrstvy 23.

i melé difuzi 1ﬁalanb0vanych 1onua ao DOl}nf}St”lLCxe kbemi~
kove Oblautl 232 na oostrannl sténé lia qtupnc 14 v prax1
autori zjistili, Ze délka doby difuze nent dﬁleéité{ protoZe

Jje prekvepivé rychlost, s ni% borové ionty implantované do
polykrystalickych kiemikovych oblasti 23c a 23 difunduji do
polykrystalické kiemikové oblasti 232, je vyznamn& zpoZdna
vzhledem k rychlosti, s ni3 difunduji-implantované ionty smé-
rem dolld tloustkou polykrystalickych ktemikovych oblasti 23a

a 23 c. Predpokléda se, Ze vyrazny rozdll rychlostl vyplyvé

ze skutecnostl, Ye difuze nec1stot pres okraa Zrn Je obtiZndj- -

s, w

31 a Ze polykrystalickd k¥emikovd zrna meji sklon uspofédat se

_ Dé]_'k_a . @Oby difuze by_méle _b;{zfc__v_o_l_ena_tak - L& dojde-k-vel—--.
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kolmo na povrch pod nimi leZici. Difuze borovych icntd smérem
dold do polykrystalickych kyemikovych oblasti 23b a 23¢c by
tak m&la byt prevéding podél hranic zrn, zatimco smdr difuze
pozadovany pro vstup necéistot do polykrystalické k¥emikové
- oblasti 23a bude v prevaiujici mi¥e pfes hranice zrn & difuze

bude proto mendi.

Bgrkovansé &éry ¥ na obr. 6 ukazuji p¥ibliZné rozseh difuze
borovych ionth po vySe popsaném difuznim procesu a ukazuji tak
rozszh nedotované polykrystalické ktemikové oblasti 23g na

postranni sténg lda stupné 14 .

Exponovand polykrystalicka kPemikovd vrstva 23 je potom
vystavena leptacimu procesu, ktery selektivné odleptévé nedoto-
vanou polykrystalickou kiemikowon oblast 23a é exponuje tak
pod ni le¥ici #4st antioxidactni vrstvy 24a, Je moZné pouzit
jakékoli selktivni leptaci létky, nepfiklad hydroxidu drasel-

,neho nebo ﬁodneho.

'S postrennl st&nou l4a ctupné 14 chrénénou antioxidalini
vrstvou 24, Jjsou dotované polykrystallcke kremikové oblasti
23¢c a 23b poté vystaveny oxidaénimu procesu v pafe p¥i teplotd
1000°G po dobu 100 minut, tak¥e v tomto priklad& jsou dotovéné
‘ polykrystalické k¥emikové oblasti 23¢ a 23b zcela okyslideny

tpro vytvéPeni oxidovych oblasti 2306 a 230b, jek ukazuje obr.T.

Tloustka polykrystalické kPemikové vrstvy 23 & oxidacdni proces
Jsou zvoleny tek, Ze plocha 0x1dove oblactl 230a lezi s odstu— ‘
- pem /napr 0,35 mlkrometru/ pod povrchem 13a SOHCéSukOVQ oblas—
ti 13 vymezované stupném li, takZe prichozi oblast ;ﬁg je ned

oxidovou oblasti 230c.
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Exponovand Cdst 24a entioxidalni vrstvy /zndzorngns F&r-
kované na obr. 7/ se po té selektivné odstreni, nepiiklad pri
pougiti H3PO4 a daldi vrstva 25 polykrystalického k¥Femiku

o tloustce okolo 0,6 mikrometrd se ukiddd pro vytvoreni struk-

. tury znazornéné na obr. 8. - - R

r

Jak ukazuji 3ipky X na obr. 8, borové ionty se po té
implantuji do dald{ polykrystalické k¥emikovs vrétvy 22 s
implantaéni ddvkou okolo lO16 atomd cm ° a nechaji se difundo-

vat po dobu 2 hodin p¥i teplots 925°C.

Cblast ggg @aléi polykrystalické kfemikové vrstvy 25 vy-
mezeng Cdrkovanymi Saremi ¥ na obr. 8, tak zlstévé nedotovand
a miZe byt potom selektivmn¥ odleptdna, jak bylo popsdno vyde,
napriklad pfi pouZiti hydroxidu draselného nebo sodného, takZe

zlistanou dotovsné polykrystalické kFemikové oblasti 25b a 25¢

na hornim povrehu 14b stupng a_na. uvedend plode i5e hlavniho . . . -

povrchu 15, Dotovana poly{rvstallcka kremikova oblast mZ*
/vyznacena Sérkovanymi ¢arsmi na obr. ,/ miZe byt Dotom
odstranéna pouZitim tekutého materidlu, v tomto prlpade,foto-
senzitivniho rezistu, ktery se potom Sablonuje s pouZitim b&i-
nych fotolitografick,ych a leptacich postupd pro vytvolreni mas-
kovaci vrstvy 31 nechdvaji exponovanou dotovanou polykrystalic- -
kou k¥emikovou oblast 25b. -Dotovand polykrystalicksd kiemikovs
oblast 25b se potom odlépté. Po ostranéni maskovaci vrstvy 31

obvyklyml prostredky se ziskd struktura zndzorndné na obr. 2

a potom mohou byt vyﬁonény napfiklad pochody vyse popsané s
odvoldnim na obr. 3 a 5, &im¥ se ziskd tranzistorové struktura

znézornénd na obr. 5.
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Fouziti zpGsobu popsansgho vyfe s odvoldnim na obr.
6 2% ¢ umoinuje vytvoPit prichozi plochu 14 a, pfes kterou
jsou nedistoty zavédény z dotované kiemikové oblasti 25¢,
relativng malou, a to oviadatelnym zpisobem a navic umoZmu-
Je, .aby vyse uvedend prichozi plocha ;i:g-byla‘umisténe‘
v horni oblasti souddstkové plochy, tekfe kontaktni oblast,

kdy? je vytvoPena, je umist¥na v dostatelném odstupu od vnoTené

kolektorové oblasti 12,. Tim se dosaZené redukuje bez potie-
by zvétSovat velmi tlusté pole oxidoveé obiaéti 22, takie
namahani a napéti a vypiyvajici krystalové defekty odpovi-
dajici velmi tlustym oxidovym oblastem mchou byt vylouleny
nebo alespon redukovany. V typickém piipad¥ pii pouZiti zpi-
sobu popsaného vyde, mi¥e mit oxidové oblast tloudtku 0,7
mikrometrd s mezilehlou polykrystalickou kFemikovou vrstvou

23¢ ovidovanou tek, Ze oxidovd oblast 230 ¢ je okolo C,4
trd tlustd, {m¥ se vyivéPi izoladal kompozitni oxide-
V£ oblast o tloudtee okolo ,! mikrometrd. |

Cbr, 10 a 11 ukszuji druhé provedeni zplsobu podle vyné-

lezu, které je modifikzci zplisobu vySe popsaného s odvolanim

na odbr. 6 ai 9.

PPi tombo zpisobu po uloZeni polykrystalické kFemikové
vrstvy 23, nédsledné implantaci boru a selektivnim leptédni
nedotované pélykrystalické kfemikbvé oblasti, jak bylo popsé-
no vyse s odvolanlm na obr., 0, Jsou zbyvaalcl dotované poly-

kkrystallcke kremlkove oblasfl 23b a 230 Jen césteéne Oxi-

dovény, takZe zanechdvaji, jak ukazuje obr. 1C, dotované

polykrystalické kPemikové oblasti 123b a 123¢ pod oxidovymi
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oblastmi 230'b a 230 ¢,

Dalsi polykrystalicks kfemikovd vrstva 22 se po té ﬁklé-
dé, jak bylo popsdno vyse s odvoldnim na obr. 8, a implantu-
Je se ionty boru, aby se umoZnile selektivni odlepténi nedoto-
- vané polykrystaliqké kfemikdvé oblast Jek bylo popssno

£28,"
vyse, p¥i poufity napriklad hydroxidﬁ draselného nebo sodného.
Fotom miiZe byt aplikovén tekuty materidl pro vytvéfeﬁi

maskovaci vrstvy 25, jak je popsano vyde s odvoldnim na obr.
g, prb umofnsni, %e se oxidovd oblaet 230°b 2 po té pod ni le-

ci polykrystalicks oblast l2’b Postupn® odleptdvi pri pouZi-
t{ sm&si kyseliny fluorovodlkova a2 dusiéné pro odstranenl do-
tovaného polykrystalického Eremfiku a pufrovand kycellny fluo—
rovikové pro odstrangnd oxidu k¥emiéditého., To md vyhodu v tom,
Ze se amoznuae, aby se dotovang polykrystalickd kfémikové
oblast 123b pou¥ila Jako zdbrans 1ep§éni bé&hem odstranovéni
oxidové oblasnl 238 b b a PO te se Lmoznuge celmktlvnl odlepta—-
-vén{ doto -ané polykrystalwcﬁe krekaove oblastl 123b , takze
Jak ukazuje obr. 11, mé& stupen 14 podobnou struktury Jek pled,
tak 1 po tvorbs dotovans kPemikové oblasti 2 22¢. Toto uspodddn
umo¥nuje vyplnovat relatlvne hluboké drdZky tlustou kfemlkovou
vrstvou, kters pisobi, protoie Je jen &dsteinsd oxidovand, men-
81 nap&ti polovodi&ového telesa. Jak bude patrné z obr. 11,

. Po dostranini dotovane polykrystalické k¥emikové oblasti 123b,

podobé se struktura struktufe zndzorniéné ns obr. 2 a je moZné

- providét: pochody popsane v¥ge § odvoldnim na obpr. 3.8% 5.

Obr.”12 a 13 zndzornuji t¥ets proveden1 zpdsobu podle vy-

nédlezu p¥i ném¥ ge PO uklédéni polykrystallcke kremikové vrstvy
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23, jek je znazornéno na obr. 6, na tloudtku okolo 1GC nm,
misto implentovéni borovych jontd a po té selektivniho
odleptévéni nedotovaného polykrystalického ktemiku, uklé-
daji tenkd vrstva 32 oxidu kbemi&itého a po té tenkd vrstva

33 nltrldu Premlku ktere 5€ vystevuji enlsotropnlma leptac1—--

w _’ w

mu procesu, Cimz se odstrenuji &ésti 32a a2 332 znézornené Cér-

w

kovenZ ns cbr. 12 a nechévaji se asti 32b a 33b vrstev oxi-

du kPemiditého a nitridu kFemiku na postranni st¥n supnf 14

e

pro vymezovénil dalsi entioxidalini vratvy 32b,33b. Folykrys-

talickd vrstva 2 xtemiku se po té vystavuje oxidaénimu zpre-

|

covdn{ podobnému tomu, jaké bylo popséno vyde, takie polykrys-

telické kremikové oblasti 23b a 23¢, které nejsou ochréneny

4

antioxidadni vrstvou 32b,33b, Jsou zcels oxidované, ¢imZ se

tvori oxidové oblasti 230"b a 23C"c, Jjak ukazuje obr. 13. .

%4st 33b z nitridu kfemiku se po té odlepbéva pouZitim

nap;lklad H3P04, nasledovana t4dsti 32b z oxidu kPeniku a zby—
vajici poly&rysuellcﬂou kr011ﬁovou oblactl 23& se po té selek-
tivné odstranl pouZitim hydrox1du draselného pro vytvoreni
struktury zndzornéné ne obr. 13. Po odstran&ni exponované
g4sti 24a ochranné izoladni vrstvy 24 potom postup pokraluje,

jak bylo posdno vysSe s odvolénim na obr. 8 a 9.

Obr. 14 a 15 zndzoriuji jedtd dal¥i provedeni zplisobu
podle vyndlezu pro vytvéPeni struktury podobné, jekd byla znd-
zornena na obr. 2 v tomto prlklade viek neni vytvorena zapus-
' téna ox1dova vrstva 22 a ochranna vrstva 24 Je upravena aako'tT
vrstva pitridu kiemiku, kterd kryje uvedenou plochu 1%a, a

postranni st&nu l4a @ horni povrch 14b stupné zndzornéného na
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obr. 1l4.

Jak bylo vysvétleno vyfe, borové ionty, oznadené Zipkami
L na obr. 14 se implantuji do polykrystalické k¥emikové vrst-
vy 23 a nedotovand polykrystalickd k¥emikovd oblast .23a se
. potom selektivné Cdieptévé5 jek bylo popééno vyse. Zbyvajici
polykrystalické kfemikové oblasti 23b a 23¢ se potom oxidu-
ji, Jjek bylo popséno vySe s odvoldnim na obr. 7, pro vytvoleni
struktury znézornéné na obr. 15 a po odstranéni exponované
Casti 24a ochranné izolsini vrsitvy 24 zpisod votom pokraduje,
jak byl popsén s odvolénim na obr. & a 9 pro ziskéni struktﬁry
podobné t€, jakéd je zndzornéna naobr. 2 kromé& toho, ¥e oxido-

vend oblast 22 je vypusSténa.

Cbr. 16 a 17 zndzornuji dald{ provedeni zplsobu podle vy-
ndlezu. V tombo piikled¥ je pouZito ochranné izoladni vrstvy
240 Jjeko antioxidalni vrstvy nitridu k¥emiku, kterd zdstdvd po
vytvoreni zepulténé oxidové oblasti 22. V tomto prikledg vrst-
va z nitridu kPemiku miZe byt.énizotrdpné leptdna p¥i pouZiti
CF4, CHF3 a argonového plasmatu, takZe presdhne postranni sti-
nu 13a epitaxni vrstvy 13, ale nezaséhne do oxidové oblasti 19,
Llternativné miZe byt ochrannd vrstva ve form& tenkého teplem

ziskaného oxidu, vytvoPend na postranni st&n¥ l3a epitaxni vretvy

13 po vytvoreni zapu$t&né oxidové oblasti 22.

Na uvedenou plochu 15é, postranni st&nu i4a a horni po-
vrch 14b stupné 14 se po té uklédsd tenka polykrystallcka kreml-
kovd vrstva napfiklad tlusté O, 3 mlkrometru, a borové 1onty
se implentuji a difunsuji, jak bylo popsdno vySe, pro vytvéfeni

dotovanych polykrystalickych k¥emikovych oblasti 23 b a 23 ¢

L
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nechévajicich nedotovancu polykrystalickou kfemikovou oblast

~

23" a, znézornsnou &drkovenymi farami ne obr. 16, na postranni

st&n® l4s stupnd 14, kterd se potom selektivné odleptéd pouZi-

tim nap¥iklad hydroxidu dreselného nebo hydroxidu sodného.
ééstuvrstvy 240_”nitridu_kfemikﬁ éxponovené'prﬁchdzi.Eésti”'

14 & se potom selektivnd odlepté a daldi polykrystalicke kfe-

mikovd vrstva 25 se uklgdd, jek byle popsdno vyse.

V tomto prikladd neni polykrystalickéd k¥emikové oblast
oxidovéna a dotuiici nedistoty, v popisoveném piikladé bor,
mohou byt privadény do daldi polykrystalické ktemikové vrstvy
25 difundovénim nedistot z dotovené polykrystalické xPemikové

\ oblasti 23¢ 2 /nebo impantovénim, jek bylo popséno vyse. Ne-

dotovand postrannl st&novéd oblast 25z deldi polykrystalické
kfemikové vrstvy 2D, znézornéné na obr. 17, se selektivn& odlep-
tévd, jak bylo popséno vyse. Je mo¥né aplikovat tekuty materidl
pro vytvarenl maSKy podovpé maskovaci vrctvé 31 znézornéné na.
obr.', bud pred ukladdnim d3151 polykrystallcke kremlkové vrst~
vy 25 pro umozngni odstranovéni dotované polykrystalické kie-
mikové oblasti 23b na hornim povrchu 14b stupné 14 nebo, a to

v pripad®, e se daldi polykrystelickéd kFemikové vrstva 25
dotuje implantovénim nedistot misto pouhého difundovéni nelis-
tot z dotované mezilehlé k¥emikové vrstvy, po implentaci borovych,
jontt do dalsi vrstvy 25, &¢imZ se umoZni odstranni dotovanych
poWykrystallckych kremlkovych oblastl 23b a ;Q_L takze se za-
:necha struktura podobna strukture znazornene ﬁa obr. 2. Zpﬁ— '
sob popsany vyie s odvoldnim na obr. 3 a¥ 5 mife byt potom

provadén za tUlelem ziskéni tranzistorové struktury zndzorngné
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ns obr. H.

Cbr. 18 a 1¢ zhézorﬁuji dels8{ provedeni zpisobu podle vyna-
lezu, kde meziléhld kifemikové oblast 23¢ neni oxidovéna pFed

ukléddnim dals{ polykrystallcke kremlkove vrstvy _2

v tomto f kladé se Dolykrysta;lcka kremlkova vrstva 23

4

ukléda a po té se vystavuje pochoddm popsanym v

{ r'n

= s odvoldnim
na obr. &, coZ vrecholi odstranénim nedotovand Dolykrystallcko

oblasti 23z .

Fo té cse vsek zdbyvajici dotovanéd polykrystalické kfemiko-

vé oblasti g;g a2 23c neokysliduji, ale dals$i polykrystalickad
kremikovad vrestva 25 se uklédd pfimo na dotované polykrystalické
kfemikové oblasti 23b a 23¢ a dotovéni polykrystalickych k¥emi-
kovych oblasti 25b a 23c d8181 vretvy se doszhuje dlfundovénlm
netistot z dotovanych oblasti 2Jb a 23¢ b&hem n&hoZ miZe rlst
-teDlem vytvarena tenks ovldova vrstva. 34 /obr. 18/ na da181 i
polynrygtalické “femikové‘vrstvé 25. H dotovan9 polykrys alicka
kremikové oblast 25¢ se po té ontrenuJe jak bylo POp séno %yé
ge, pri pouZiti vhodného selektivniho leptaciho éinidla. Potom
se miZe aplikovat tekuty meskovacd materidl podobny maskovaci
vrstvé 31 zndzorn&né na obr. 9, Eimﬁ se umo#ni odstranovéni
dotované polykrystalické k¥emikové oblasti 23b a 25b. Alterna-
tivné miZe byt dotovand polykrystalickd k¥emikovd vrstva 23b
odstranovéna pfilpouéiti podobné maskovaci vrstvy pPed uklédénim
dal¥i polykrystalické kfemikové vrstvy 25, takzg oblast 25b
ﬁﬁsfé#é he&ofo%ané'a mﬁiembyt selektivné ddétfaﬁoﬁéna s nedotbva; |
nou oblasti éig. V obou pPfipadech je vysledkem strukturé zZné-
zornénd na obr. 19 & miZe byt provédén zpusob po?sany vyse

s odvolénim na obr. 3 aZ 5. Jako daldi alternativa miZe byt




il

-23-

mo¥né nechat dotované polykrystalické kPemikové oblasti Z3b
a 25b na mistd z selektivng leptat oxidovou oblast 19 expono-
vanou odstranénim nedotované polykrystaligyé ktemikové oblas-

ti 25a, takfe se sejmou dotované polykrystalické kiemikové

oblasti 23b a 25b , coZ bude mit za nésledek strukturu podob- .

.hou strukfufé.znézorﬁénélna obr. 3;

Daldi alternativai zplsob je zndzornén na obr. £0 aif 2z,
kde ochrannd izoladni vrstve 24 obsshuje vrstvu 24C nitridu
k¥emiku a nad ni leZici tenkovou oxidovou vrstvu 241. Yo
ukléddni polykrystalické k¥emikové vrstvy Z3, implanteci boro-
vych iontd a selektivnim leptdni, jesk bylo popsdno vyfe, se
exponovéné plocha 241a vrstvy 241 oxidu kfemilitého znézorneé-
nd na obr. 20 selektivnd odleptdvd, po CemZ nadsleduje odstra-
novéni dotovanych polykryétalickych oblasti 23b a 23c pro
ziskéni strukbtury zndzorn&né na obr. 21. Bxponovand oblast

240g z nitridu kfemiku, zndzorn&néd Idrkované ng obr. Z1, se

l

potoln selektivnd leptd vzhledem k oblasti. 241b z -oxidu kbe-
miditého pro vymezovéni ochranné izoladni vrstvy u postranni
st¥hy l4a, jak je znézorn¥no na obr. 2t, a potom se dale ukla-

d4 polykrystalické kPemikovd vrstva 25 /obr.22/ a dotuje, jak

" bylo popséno vySe. Zpusob, ktery je slu¥itelny se standartnim

/hlubokodréikovym/ zpracovénim,potom pokraduje s odvolénim na
obr. 8 a 9.

Je t¥eba poznamenat, Ze alkoliv v kafdém z pFedchozich prove-

" denf byla kPemikovd vrstva 23 .uklédéna jako polykrystalicks

k¥emfkovd vrstva, tato vrstva by alternativn& mohla byt vytvo-

Pena jako amorfni k¥emikovd vrstva. Je téZ t¥eba vzit na vEdonmi,

L )
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%e i kdy? v popsanych zpisobech se k¥emikovd vrstva 13 uklé-

d4 jako polykrystalickd kiemikové vrstva, miZe byt elternativné
uklddéna jako amorfni vrstva a ndsledng rekrystalizovéna na-
piiklad bEhem tepelného zpracovéni pro vyvolévéni difuze |
implantovgnth‘b¢TOVych,iontﬁ.folo by také moiné chrénit -
postranni sfénﬁ oxidovénim uklédanéhd polykryétalického Khe-
miku a potom ji plasmov¥ leptat, &imi se zanechs oxid pouze

na postranni stZn#. Je moiné pouzit b&Zzného uklédeni plynné
féze boru pro vytvoPeni dotované oblasti £5c¢c. Krom& toho Je
mo¥né pouziti jinych dotujicich nelistol ne? borovych iontd,
je-1i k dispozici vhodn& leptaci litka, kterd lepta nedotova-
ny polykrystalicky kFemik selektivng vzhledem X dotovanému poly-
krystalickému kfemfku. Také mohou byt vySe uvedené typy vodi-
vosti obrdceny, aby se umozZnila na?fiklad vyroba bipoléaraniho
tranzistoru typu FNP p¥i pouZiti dotujiei latky sAvodivosti

W a vhodné leptazci 1dtky, kterd umoinuje selektivni lepténi

" nedotovaného polykryétaliékého kpPemilku.

I kdy% byla vyZe popséna rizné provedeni s cdévoldnim na
vyrobu bipolérniﬁo tranzistoru typu NFN zndzornéného na obr.
5, gplsobem podle vyndlezu miZe byt pouZit pro vyrobu jinych
typ& bipoldrnich tranzistord s bézovym kontaktem‘na postranni
st¥n&, jak je popsdno v soub&Zném evropském patentovém spi-
se &. /patentové prihld¥ka 0300514 = PHN 12 062/ a

evropském patentovém spise &. /patentovd prihléd-

e 89200110.8 = PHN 12 404/ a mlZe byt té% poulit pro viro-

bu tranzistord s yfinkem izolovaného hradlového pole,popsa-

ného v evropském patentovém spise ¢&. /patentovéd "
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prihlégka 89200110.8/. Zptisob podle vyndlezu mife byt sku-
telné pouzit pro vyrobu jakékoli jiné vhodné souddstky, kde
Je poZedovéno vytvoPit kontakt se souléstkovou oblssti po-
moci dotovené a2 relativn¥ ploché oblasti s uklddanym k¥emikem.
Zlffée'uvedénéhd popisu budou odbcfniﬁﬁi vfoborﬁ-zfejmé.
jiné mo¥né ocdchylky. Takové odchylky se mohou vztzhovat ng
Jiné znaky, ne?Z jaké jsou jiZ zndmy v polovodidové technice
a jaké mohou byt pouZity na misto vyfe popsanych znakd nebo
pricevng k nim. I kdyZ definice je formulovdna s ohledem na
obzvléétni kombinace a zneky, Jje zPejmé, Ze rozsah vyndlezu
zahrnuje jakykoli novy znék nebo novou kombinaci zde popsa-
nou implicitnd nebo explicitng, st se tykd nebo netyké stejné-
‘ho vyndlezu popisoveného v definici e st zmirnuje nebo niko-
liv kterykoll ze stejnych problémi, ke kterym se vztahuae vy~
nélez. Wové body by mohly byt formuloviny pro takoveé znaky
&/nebo kombinace tmﬁovycn znaka behem Pize eni teto prlhlasky

nebo '-e‘ychoxoll daldich prlhlasez z ni odvozenych.

A IETL I
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e

T. Zplisob vyroby polovodid

. vofi polovodiéové téleso

. [ -

stapen Vymezualcl soucastkovou plochu polovodlcoveho téle-
s& -nad vnofénou ODlaSul vyuwofenou uvnitd polovoalcoveho
t€lesa, na postrenni sténZ stupné se vytvori ochrannid izo-
ladni vrstva, na plofe uvedendho Jednoho povrchu p¥ilehlé-
ho k postranni steéné stupn¥ sewytvoPi izoladni oblast,
vymezi se kfemikovd oblast dobtovans necistotami ned izo-
laén{ oblesti 2 u postranni-stény > sbupné, a dotujici ne-
¢istoty se nechaji difundovat‘z dotované k¥emikové oblasti
do souddstkové plochy pfes prichozi plochu uvedend postran-
ni stény stupné pro vymezovéni kontektni oblasti v sou-
Edstkové plode pro vytvéfeﬁi kontaktu souddstkové oblasti
souédstkové plochy, vyinaéeny tim, Ze pfed\vymezovénim do-
tované kremfkové oblasti ce nagd uvedenym jednim povrchen
uklédé kfemik 8 anitioxidééni vfstvou na postranni sténd

stupné pro vymezovéai nad uvedenou plochou uvedengho jedne-

ho povrchu mezilehlé k¥emikové oblasti, kterd je izolovéna
0d postrenni stény stupné a kters nechivs prichozi plochu
°1roké stény exponoveanou, ochrannd izoladn{ vrstva se odstra-
! ni 2z exponované prichozi plochy postrann{ stény a po té se

uklédd k¥emik pro vymezovéni dotované kiem{kové oblasti.

2 Zpﬁsob podle bodu 1 vyznadeny tlm ~Ze se mezilehld kfemiko-
véd oblast dOoue nec1stotam1. h | R |

3. Zplsob podle bodu 2 vyznaleny tim, Ze se vymezuje mezilehld

w

kFemikovéd oblast uklédénim kfem{ky jako vrstvy, &im? se

R S L R i
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vytvoPi oblasti kPemiku na uvedené plode uvedeného jedno-
ho povrchu z na postrenni sté&ng a na hornim povrchu stup-
n&, do k¥emikové vrstvy se zavad&ji dotujici nelistoty,
takZze k¥emikovd oblast postranni stény je stinéna vali
dotujicim nedistotém, a nedotovand kfemikové oblast postra-
nhi stény‘séUseléktivﬁé 6dstraﬁuje; | |
Zpﬁsob podle bodu 3 vyznaleny tim, Ze se kFemikovd oblast,
horniho povrchu odstranuje po ma skovéni mezilehlé kiemiko-
vé oblasti.

-
ZpSsob podle kteréhokoli z bodld 1 af 4 vyznalany tim, Ze
se vytvoPi ochrannd izolelni vrstva jeko sntioxidalni vrst-
va. |
Zpisob podle bodu 5 vyznaleny tim, %e se oxiduje mezilehld
k¥emikovd vrstva tak, ¥e se vytvédi izoladni oblast pled
vymezovénim dotované kfemikové oblasti. |

Zplsob podle bodu 5 vyznadeny tim, Ze se ukladd kfemikové

vrctva na vrch 1zolﬁcn1 cblacul & alecpon éésteéné gse oxi-

~duje me21lehlé kremlkova Vrstva pred tlm nez se vymezuge

dotovand kPemikova oblast.

Zpﬁéob podle bodu 1 nebo 2 ijnaéeny tim, Ze se vymezuje
mezilehld kPemikové vrstva uklédénim vrstvy kfemiku na uve-
dené plode a postranni stén& a hornim povrchu stupné, vytvo-

${ ge antioxidadni maska na kiemikové oblasti na postranni

st&n¥, exponovené k¥emikové oblasti na uvedené plode a hor-

nim povrchu se oxiduji, odstreni se entioxidalni maska 2

" po té se selektimd odstraiuje zbyvejici kfemik ne post-. |

ranni st&né pro vymezovéni‘mezilehlé ktemikové oblasti Jja-

ko oblasti z oxidu k¥emiditého.
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9. Zptisob podle bodu 1 nebo 2 vyznaleny tim, Ze se vymezuje
ochrennd izolaéni vrstvae jako vrstva nitridu kfemiku kry-
té vrstvou oxidu kPemiditého, uklsdd se vrstva kPemiku na ;
izoladni oblest na uvedené ploe, na ochrannou izolséni
- vrstvu-a horai povrch: stupné,- do- kiemikové vrstvy se zavé

d&ji nefistoty; take kfemikovéd oblast vedle postranni

stény, pokrytd ochrannou vrstvou, zlstdvd nedotovand, se-
lektivné se odstrenuje nedotovend kiemikovéd oblast tak,

Ze se vymezuje mezilehlé kremikovd oblest na uvedend plose,
odstranuje se ekponované vrstva oxidu kFemiditého p¥i pou-
2iti zbyvajicich dotovanych kfemikovfch oblasti jako mes-
ky, nafeZ se selektivn® odstrani dotovanéd k¥emikové oblae-
ti a cdstrani ‘se tim exponoveny nitrid kiemiku pri pouZitd
zbyvajici Edsti vrstvy oxidu kPemiditsho jako'maskf a po té
sevymezuje na izoladni oblesti dotovand kiemikovd oblast
tak, Ze niZ8{ &dst dotované k¥emikové oblasti Je izolovéna
od postranni stiny stupng. |
lGEZPﬁsdb, podlé:kteréhokoli:z7pfedchozichbodﬁ-vyzﬁaéeny tim,u
Ze se vymezuje dotovend kiemikovd oblast ukldddn{m dalsi

vrstvy kremiku, pokryvajici uvedenou plochu uvedeného jed-

noho povrchu a postranni st&nu a horni povrch stupng, do
dalsi kfemikové vrstvy se zavdddji netistoty, tekZe postran-
ni kfemikovd oblast daldf k¥emikové vrstvy ztustdvé nedotova-
néd a nedotovand oblast postranni stény daldf k¥emfkové vrst-
vy se selektivné odstranuje.

11.Zplsob podle bodu 2 nebo 3 vyznedeny tim, fe se vymezuje
dotované kiemikovd oblast ukldddnim dalii vrstvy kfemiku,

pokryvajici dotovanou mezilehlou k¥emfkovou oblast a postranni
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st&nu 2 horni povrch stupné ne&istoty se necheji difundo-
e pne,

daldi kfemikové vrstvy, a nedotované oblasti deldi kfemiko
vé vrstvy se selektivmé odstranuj?i, takZe se ponechévé do-
_ tovana kremikové oblast.
1z, Zpueob podle terehokoll Z bodu 1-az 11 vyznaceny tlm, Ze
se nejménd jedna 2z dotovanych 2 me21lehlych kfemikovych a
oblasti vytvoPi uklédénlm polykrystallckeho-kremlku.
13.Zpasob, podle kteréhokoli z bodd 1 aZ 12 vyznacnny tim, Ze
 se mezilehla ktemikovd oblast vytveri uklédanlm emorfniho
kfemiku.
14.Zpisob podle kteréhokoll 2z bodd 1 a? 13 vyznaleny tim,

e se uvniti souddstkové plochy vymezuji bézoveé a emitoro-

vé oblascti, tek¥e kontektni oblast pripojuje bézovou oblast

I dotovené kPemikové oblasti a vnovend oblast tveri ales-

pon &ést kolektorové oblasti polovodicové scutdstky.

/[
i
Zéstupuje: fﬁ ’
[/ () Ll
Dr. I. Korecek

4
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